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1. はじめに 

 2 次元層状半導体である MoS2膜は、様々な

デバイス応用が期待されている。MoS2 膜への

ドーピングにより、FETの閾値電圧制御や、寄

生抵抗の低減ができ、デバイス性能の向上が見

込まれる。MoS2膜にフッ素吸着を施すと p 型

の半導体特性を示すことが報告されているが

[1-2], 熱的不安定性が懸念される。一方、フッ

素による硫黄置換により n 型ドーピングされ

ることがわかっている[1]。そこで本研究では

MoS2膜に、硫化の効果も期待して SF6を用い

て、プラズマプロセスによりフッ素を導入し

[3], その抵抗への効果を観察した。 

2. 実験方法 

 シリコン(Si)基板上に形成した熱酸化 SiO2

膜に窒化チタン(TiN)で circle transmission line 

model (CTLM)電極を形成し、基板温度 300oC

でスパッタリング法[4-5]を用いて 5 nm の

MoS2 膜を堆積した。その後、SF6 100%, 流量

10 sccm, 圧力 0.3 Pa, 5 Wで生成したプラズマ

で処理を行った。最後にフッ素の活性化と

MoS2膜の結晶構造改善のため、700oC で 40分

間の硫化アニールを施した[6]。その後、CTLM

法によりMoS2膜の全抵抗を測定した[7]。 

3. 結果 

 全抵抗のギャップ間距離依存性を Fig. 1 に

示す。SF6 プラズマ処理を行っていない MoS2

膜に比べて、処理されたMoS2膜のシート抵抗

は約 1/2に低減した。また、切片の値も低減し

たことから、TiN/MoS2 コンタクト抵抗も低減

したことがわかる。これはフッ素の吸着か硫黄

置換、あるいはプラズマにより導入された硫黄

欠陥が原因として考えられ、その判別を今後検

討する。 
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Fig. 1: Total resistance on contact distance of 

CTLM. 
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